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開発に考案モデルの活用が期待されることを述べた。   
 
  




























ン抵抗、出力容量（ Coss）と帰還容量 (Crss)のモデル式を構築した。  
5章では、 4章で導出したモデルの妥当性を検証した。 100Vクラスの D-MOSFETと傾斜 FP-M























に回答がなされた。   
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査  
した結果、本論文が、博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。  
  
